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(57) Abstract

The invention relates to a method for producing fine metallic conductor structures on an electrically non-conductive substrate,
according to which an electrically non-conductive heavy metal complex is applied to the substrate or introduced into same and the substrate
is selectively subjected to ultraviolet laser radiation in the area of the conductor structures to be produced. As a result heavy metal seeds
are released and the area is metallized by chemical reduction. The invention makes it possible to obtain very fine conductor structures using
a simplified and reliable method. Moreover, the metallic conductors deposited in this way present excellent adhesive strength.

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem elektrisch nichtleitenden Trigermaterial
beschrieben, bei dem ein elektrisch nicht leitender Schwermetallkomplex auf das Trigermaterial aufgebracht oder in das Trigermaterial
eingebracht wird, das Trégermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt
wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird. Gems#B der Erfindung ist eine
Feinststrukturierung der Leiterbahnen mittels eines vereinfachten und sicheren Verfahrens moglich. AuBerdem wird eine hervorragende
Haftfestigkeit der abgeschiedenen metallischen Leiterbahnen erzielt.
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Verfahren zur Hersteliung von Leiterbahnstrukturen

Die Erfindung betrifit ein Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen
Leiterbahnstrukturen auf einem elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein
elektrisch nicht leitender Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in
das Tragermaterial eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden
Leiterbahnstrukturen ~ selektiv  einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei

Schwermetallkeime freigesetzt werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert

wird.

Durch den Sonderdruck “LAD - Ein neuarﬁges lasergestiitztes Beschichtungsverfahren fiir
Feinstleitermetallisierungen® aus Heft Nummer 10, Band 81 (1990), der Fachzeitschrift
“Galvanotechnik®, ist es bekannt geworden, zur Herstellung von Feinstleiterstrukturen von
deutlich unter 100 pm auf einem nichtleiterden Triagermaterial vollflichig Pd-Acetat aus
einer Losung als dunnen Film aufzubringen. Durch eine nachfolgende Laserbelichtung
mittels eines Excimerlasers mit einer Wellenldnge von 248 nm sollen dann im Bereich der zu
erzeugenden Leiterbahnstrukturen Metallatome als Keime fiir eine nachfolgende stromlose
Metallisierung freigesetzt werden. Vor der Metallisierung ist es jedoch erforderlich, einen
Spllproze® zur Entfernung der unzersetzten Bereiche des auf das Triagermaterial
aufgebrachten metallhaltigen Filmes durchzufihren. Der Qualitdt dieses Spiilprozesses
kommt dabei eine entscheidende Rolle fiir die Vermeidung von Wildwuchsproblemen bei der
nachfolgenden stromlosen Metallisierung zu. im Ubrigen hat es sich gezeigt, da® mittels des
beschriebenen Verfahrens keine ausreichende Haftfestigkeit der abgeschiedenen

metallischen Leiterbahnen erzielbar ist.

In der DE 42 10 400 C1 ist ein Verfahren zur direkten Abscheidung von Kupfer, aus einem
auf ein Substrat aufgebrachten Film aus einem Gemisch von Schwermetallsalzen durch
lokales Erhitzen mittels eines Lasers beschrieben. Dieses Verfahren liegt im Bereich der
thermisch aktivierten Chemie mit dem Nachteil, daR die Feinheit der erzielbaren
Leiterbahnstrukturen begrenzt ist. Zudem handelt es sich bei dem aufgebrachten Film um
einen elektrisch leitenden Film, so daR vor der Metallisierung ein aufwendiger und
problematischer SpiilprozeR erforderlich ist. Der FEinsatz eines nicht leitenden
Schwermetallkomplexes und ein kaltes Aufbrechen des Schwermetallkomplexes mittels
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einer UV-Laserstrahlung zur Abspaltung der Schwermetallkeime ist hier weder offenbart

noch nahegelegt.

Durch die US 45 74 095 ist ein Verfahren bekannt geworden, bei dem ein Substrat in einer
Vakuumkammer dem Dampf einer Palladium-Komplexverbindung ausgesetzt wird und
dann durch ein Fenster strukturierend mit einem 249 nm-Excimerlaser bestrahlt wird. Dieses
Verfahren ist, da die Palladium-Abscheidung aus einer dampfférmigen Phase in einer
Vakuumkammer erfolgt, so aufwendig, daR ein Einsatz im Bereich konventioneller

Leiterplatten und Schaltungstrager nicht wirtschaftlich ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein vereinfachtes und sicheres Verfahren zur Herstellung der
Leiterbahnstrukturen zu schaffen, das eine Feinststrukturierung der Leiterbahnen bis hinab

zu Leiterbahnbreiten und -absténden von 10 um sicher gewéhrleistet.

Diesc Aufgabe wird durch die Merkmale der Anspriiche 1 bis 13 gelést. Die weitere

Ausgestaltung der Erfindung ist den Unteranspriichen zu entnehmen.

im Rahmen der Erfindung ist es vorgesehen, daR der Schwermetallkomplex mit organischen
Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der Carbonsaureamide aliphatischer und
aromatischer Mono- und Dicarbons&duren und deren N- monosubstituierten Derivate wie z.

B. N, N" - Diphenyloxals&durediamid gebildet wird.

Weiterhin ist es vorgesehen, daB der Schwermetallkomplex mit organischen

Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der cyclischen Amide wie Barbitursiure

gebildet wird.

Auch ist es méglich, dafll der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit
chemischen Strukturen der Hydrazone (I) und Bishydrazone (lI) von aliphatischen und
vorzugsweise aromatischen Aldehyden, wie Benzaldehyd und Salicylaldehyd oder von o -

Hydroxy - Arylketonen

OH

o,
CH=N——NH—C

I

o)
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3
(1
CH=N-—NH—C—C~—NH—N=—CH
I
O O
5
gebildet wird.

Alternativ ist es méglich, da der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern
mit chemischen Strukturen der Hydrazide von aliphatischen und aromatischen Mono- und

10 Dicarbonsduren sowie deren N - acylierte Derivate wie (1ll) und (Iv)

H3C‘C*NHNH—_C‘—— (CH2)4;C'~NHNH’—C*‘CH3 (”()
I | | |
O o) 0 O
15
O C> C> - (V)
RO—C C —NHNH——C C—NHNH—C —OR
I ] I [ { [
o (6] (0] o} o] 0]
gebildet wird.

20
Im Rahmen der Erfindung kann es auch vorgesehen sein, dal der Schwermetallkomplex mit

organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der diacylierten Hydrazine wie (V)

und (V1)
25 |
OH HO (V)
C——NHNH—C
[ [
0 o

30 — C—— NHNH—C —OR Vi)
RO o—<" : / >— i cu)_< :> OC";
¢ O

gebildet wird.
35
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Weiterhin ist es méglich, daR der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern
mit chemischen Strukturen der Phenylendiamine wie z. B N, N -Di-2-naphtyl-p-

phenylendiamin (VII)

10 gebildet wird.

Wie sich gezeigt hat, ist es auch méglich,- daR der Schwermetallkomplex mit organischen
Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der heterocyclischen Verbindungen wie
Melaminderivaten, Benzotriazolen, 8 - Oxychinolin, Hydrazonen und acylierte Derivaten von

15 Hydrazinotriazinen wie (VIII), Aminotriazolen und deren acylierten Derivaten wie (1X)

OH HO
C——NHNH NHNH *—(y) ‘\“©
o

I

O
20 (v H
"0
N—C——NH—C
I | (1X)
HC N O

\v/
gebildet wird. H

25
Alternativ ist es auch maoglich, daR der Schwermetallkomplex mit organischen

Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der Polyhydrazide wie (X)

R— F— NHNH ?—-A—C—-NHNH-—(H)—w (CHZ)Z——S——(CH;)Z——BC—NHNH (X)
0 0 (u) 0 (o) n

—C—A—C—NHNH—C—R
n=1bis 10, A = Alkylen oder Phenylen H " "
(0] (¢}

35 gebildet wird.
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Vorgesehen ist es auBerdem, daR der Schwermetallkomplex mit  organischen
Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der Disalicylidene wie z. B. N,N’-Disalicyliden-

1,2-diaminopropan (XI)

5 0 0

Q-E-NH——TH—CHZ—NH~£ X0)
CHj

OH

10 gebildet wird.

Weiterhin ist es vorgesehen, daR der  Schwermetallkomplex mit organischen
Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der molekularen Kombinationen von sterisch
gehinderten Phenolen und metallkomplexierenden Gruppen wie (X1, (X1, (XIV) und (XV)

15
Xl
H CHCH;—— C ——NHNH—— G ——CH,CH, OH (X
ll
0
20 (+ =tert Butylgruppe)
RO—C@C—NHNH—C—CHchz OH (Xti)
I I I]
o} 0 0
25 » (XIV)
H CH,CHy~—C—0— CHZCHZ———NH—Cﬁ
o) 0 /2
30 H C————N——NH——CI:—CI:—NH——-— N=—C OH (XV)
||
0O O H

35 gebildet wird.
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Alternativ ist es auch vorgesehen, daR der Schwermetallkomplex mit organischen
Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der Benzylphosphorsaure - Nj - Salze wie (XVI)
allein oder in Kombination mit anderen hier genannten Komplexbildnern

o

loid
l/ 20 (XVI)
”‘@”‘*‘Z“ Noow, |

2

gebildet wird.

Weiterhin kann es vorgesehen sein, dall der Schwermetallkomplex mit organischen
Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der Pyridinthiol - Sn - Verbindungen wie (XVII)

S Cl
>+ Sln -~ (XVI 1)

CII\S

gebildet wird.

im Rahmen der Erfindung ist es auch vorgesehen, da} der Schwermetallkomplex mit
organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen der tert. - Phosphorigsaureester

einer schwefelhaltigen Bisphenols wie (XVHi)

H s»@o}p (Xvill
3

CHz HsC
gebildet wird.

Die genannten Komplexbildner weisen die vorteilhaften Eigenschaften auf, daR sie in
Polymerphasen ausreichend Islich bzw. leicht dispergierbar und zudem gut vertréaglich sind.
Aufgrund der guten Vertréglichkeit kénnen schadliche Ausbliiheffekte vermieden werden.
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AuRerdem sind die genannten Komplexbildner hoch extraktionsbesténdig und in alkalischen
und sauren chemischen und galvanischen Bé&dern bestdndig. Auch sind diese
Komplexbildner in vorteithafter Weise nicht fltichtig und nicht akut toxisch sowie nicht haut-

und schleimhautreizend.

Die durch Umsetzung der genannten organischen Komplexbildner mit Schwermetalisaizen
gebildeten Schwermetallkomplexe zeichnen sich dadurch aus, dafl sie temperaturbestandig
sind und daR ihre Zersetzungstemperatur oberhalb der Spritzgief3temperatur
thermoplastischer Kunststoffe bzw. der Aushéartetemperatur der Beschichtung liegt. Auch die
Temperatureinwirkung wahrend der Lotvorgdnge kann keine Zersetzung der
erfindungsgemaf eingesetzten Schwermetallkomplexe ausldsen. Die

Schwermetallkomplexe bleiben folglich auch im Umfeld der Leiterbahnen nichtleitend.

Indem als schwermetallhaltige Komponente nichtleitende organische Schwermetalikpmplexe
verwendet werden, die durch Umsetzung von Schwermetallsalzen mit organischen
Komplexbildnern gebildet sind und mittels der UV-Strahlung durch ein Aufbrechen der
Schwermetallkomplexe im Bereich der Leiterbahnen die Schwermetallkeime abgespalten
werden, ist erreicht worden, daf} néch der Einwirkung der UV-Strahlung direkt anschlieend
die chemisch reduktive Metallisierung erfolgen kann. Im Bereich der zu erzeugenden
Leiterbahnstrukturen erfolgt durch die Einwirkung der UV-Strahlung ein Aufbrechen des
Schwermetallkomplexes, wodurch fir die partielle reduktive Metallisierung hochreaktive
Schwermetallkeime abgespalten werden. Die Metallisierung erfolgt ohne jeden Wildwuchs
unter Ausbildung sehr scharfer Konturen. Da die gebildeten Schwermetallkeime hochreaktiv
sind, wird die erwiinschte exakte Metallisierung in der erforderlichen Schichtdicke zusatzlich
begiinstigt. Da das Tragermaterial eine mikroporése Oberflache aufweist, wird auerdem

eine hervorragende Haftfestigkeit der abgeschiedenen metallischen Leiterbahnen erzielt.

ErfindungsgemaB ist es vorgesehen, dal die Schwermetallkomplexe in einem
Lésungsmittel, z. B. Dimethylformamid, geldst auf ein poréses Tragermaterial bzw. auf ein
Tragermaterial mit poroser Oberflache aufgetragen werden. Hierbei kann es sich z. B. um
eine flexible Polyimid-Membranfolie mit mikroporéser Oberflache oder aber auch um Papier
handeln. Der Schwermetallkomplex kann hier in die Poren des Materials eindringen. Bei der
nachfolgenden Metallisierung ist fiir die Haftung des Leiterzuges die Porenstruktur
vorteilhaft, in die bei der Metallisierung das beispielsweise verwendete Kupfer hineinwachst

und sich dann dort wurzelférmig verklammert. Die erzielbaren, sehr feinen Strukturen
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werden dadurch begiinstigt, daR eine Haftvermittlerschicht nicht erforderlich ist und von
daher keine untere Grenze méglicher Leiterbahnbreiten vorgegeben ist. Zuséatzlich
ermdglicht die hier eingesetzte UV-Strahlung aufgrund ihrer Kurzwelligkeit feinste scharf

ausgebildete Strukturen mit Metallisierungskeimen.

Alternativ ist es vorgesehen, daB das Tragermaterial von mikroporésen oder mikrorauhen
Tréagerpartikeln gebildet ist, die Tragerpartikel in das Tragermaterial eingemischt und/oder
auf das Tragermaterial aufgebracht und angebunden werden, auf das Tragermaterial die
elektromagnetische UV-Strahlung im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv aufgebracht wird, derart, daR Trégerpartikel durch Abtrag freigelegt und dann durch
ein Aufbrechen des angebundenen Schwermetallkomplexes die Schwermetallkeime
freigesetzt werden und dieser Bereich zur Ausbildung der Leiterbahnstrukturen

anschlieBend chemisch-reduktiv metaliisiert wird.

Gemal einer bevorzugten Ausfilhrungsform der Erfindung werden als Schwermetallsalze
Palladiumsalze eingesetzt. Alternativ kénnen die Palladiumsalze auch in Verbindung mit
den Salzen anderer Schwermetalle eingesetzt werden. Vorteilhaft kann es auch sein, wenn
als Schwermetallsalz ein Palladiumdiacetat eingesetzt wird. Vorzugsweise werden Pd-
Komplexe bzw. Pd-haltige Schwermetallkomplexe eingesetzt. Wie sich gezeigt hat, sind
derartige Schwermetallkomplexe besonders gut zur Feinststrukturierung gemaR dem
erfindungsgeméRen Verfahren geeignet. Insbesondere ist fiir die Einleitung der
strukturierenden Spaltungsreaktion eine UV-Strahlung einer wesentlich geringeren
Energiedichte ausreichend, als fiir das Abtragen bei bekannten Systemen. Zusétzlich wird
erreicht, da im Zusammenhang mit der Strukturierung pro Laserimpuls eines
Excimerlasers wesentlich gréRere Fliachen belichtet werden kénnen, als bei bekannten

Ablationstechniken.

Im Rahmen der Erfindung ist es auRerdem vorgesehen, daR zur Abspaltung der
Schwermetallkeime aus dem Schwermetallkomplex vorzugsweise ein Kr F-Excimerlaser mit
einer Wellenlange von 248,5 nm oder aber ein frequenzverdreifachter Nd:YAG-Laser mit
einer Wellenlange von 355 nm eingesetzt wird. Es ist so méglich, die Abspaltung ohne
Aufheizung des Komplexes durchzufiihren. Hierdurch wird ein Aufschmelzen von Materialien
im Einwirkungsbereich vermieden. Die Folge ist eine sehr hohe Begrenzungsschérfe der
Bereiche mit abgespalteten Schwermetallkeimen und sich daraus ergebend eine sehr hohe,
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AuRerst vorteithafte Kantenscharfe der metallisierten Strukturen, was insbesondere bei

Feinstleitern von groRer Bedeutung ist.

Das erfindungsgeméRe Verfahren kann sowohl mit flachig aufgebrachter Laserstrahlung
und Maskentechnik in einer rationellen Massenfertigung eingesetzt werden, als auch

maskenlos iber eine beispielsweiée NC-gesteuerte Fihrung eines punktférmig fokussierten

Laserstrahls Anwendung finden.

Im folgenden wird die Erfindung an einem Ausfiihrungsbeispiel erldutert:

Es werden 2,24 Masseteile Palladiumdiacetat in 100 Masseteilen Dimethylformamid geldst.

AuRerdem werden 2,94 Masseteile des organischen Komplexbildners der Formel

@CHz—N—NH——c——c———NH—N:c;H

]

in 800 Masseteile Dimethylformamid eingebracht und durch Erwarmen gelést. Beide
Lésungen werden dann gemischt und zur Reaktion gebracht. Unmittelbar danach, bevor die
Lésung abkiihit und der entstandene Palladiumkomplex ausféllt, wird eine mikroporise
Polyimid-Folie in der Losung getrankt. Nach 10 Stunden Trocknung bei Raumtemperatur
wird das so erhaltene Basismaterial mit einem Kr F-Excimerlaser, d. h. einem Excimerlaser
mit einer Wellenldnge von 248,5 nm, Uber eine Maske bestrahlt. In den bestrahiten
Bereichen wird dabei feinstverteiltes metallisches Palladium aus dem Komplex abgespalten.
In einem handelsiiblichen reduktiven, aulenstromlosen Kupferbad scheidet sich selektiv in
den bestrahlten Bereichen haftfest verankertes Kupfer ab. Die Leiterziige sind ausgebildet;

es liegt eine einsatzfdhige flexible Schaltung vor.

Wie sich gezeigt hat, ist das erfindungsgeméale Verfahren auch zum Aufbringen von
Leiterbahnstrukturen auf Schaltungstrager moglich, die aus anderen nichtleitenden

Materialien mit mikroporéser Oberfliche, wie z. B. aus keramischen Basismaterialien oder

auch aus Glas, bestehen.

Es liegt im Rahmen der Erfindung, da® Schwermetallkomplexe auch in das Tragermaterial

eingebracht werden koénnen, z. B. in einen thermoplastischen Kunststoff. Durch die
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Einwirkung der UV-Laserstrahlung auf die Oberfiiche des SpritzguRteiles im Bereich der
aufzubringenden Leiterbahnen erfolgt dann eine Ablation des Tragermaterials unter
Aufbrechen der freigelegten Schwermetallkomplexe, wobei Schwermetallkeime abgespalten
werden, die zur Ausbildung der Leiterbahnen eine stromlose Metallisierung erméglichen.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch  nichtleitenden Trégermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daB der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen
der Carbonséureamide aliphatischer und aromatischer Mono- und Dicarbonsduren und

deren N- monosubstituierter Derivate gebildet wird.

2. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Trigermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnsirukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daR der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen

der cyclischen Amide gebildet wird.

3. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Trigermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daB der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen
der Hydrazone und Bishydrazone von aliphatischen und vorzugsweise aromatischen
Aldehyden gebildet wird.

4. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Trégermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
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eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahiung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daB der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen
der Hydrazide von aliphatischen und aromatischen Mono- und Dicarbonsduren sowie deren

N - acylierter Derivate gebildet wird.

5. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Trégermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
dafld der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen

der diacylierten Hydrazine gebildet wird.

6. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daBl der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen

der Phenylendiamine gebildet wird.

7. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch  nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daB der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen
der heterocyclischen Verbindungen, wie Melaminderivate, Benzotriazole, 8 - Oxychinolin,
Hydrazone und der acylierten Derivate von Hydrazinotriazinen gebildet wird.
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8. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Trigermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der Zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daf der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen

der Polyhydrazide gebildet wird.

9. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Trigermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daB der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen
der Disalicylidene gebildet wird.

10. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daB der Schwermetallkomplex mit orgahischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen
der molekularen  Kombinationen  von sterisch  gehinderten  Phenolen und

metallkomplexierenden Gruppen gebildet wird.

11. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Trégermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
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dal der Schwermetalikomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen

der Benzylphosphorsaure - Ni - Salze gebildet wird.

12. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch  nichtleitenden Tragermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Tragermaterial im Bereich der zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird, dadurch gekennzeichnet,
daR der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen
der Pyridinthiol-Sn-Verbindungen gebildet wird.

13. Verfahren zur Herstellung von feinen metallischen Leiterbahnstrukturen auf einem
elektrisch nichtleitenden Trégermaterial, bei dem ein elektrisch nicht leitender
Schwermetallkomplex auf das Tragermaterial aufgebracht oder in das Tragermaterial
eingebracht wird, das Trégermaterial im Bereich der Zu erzeugenden Leiterbahnstrukturen
selektiv einer UV-Laserstrahlung ausgesetzt wird, wobei Schwermetallkeime freigesetzt
werden, und dieser Bereich chemisch reduktiv metallisiert wird,- dadurch gekennzeichnet,
daf der Schwermetallkomplex mit organischen Komplexbildnern mit chemischen Strukturen
der tert. Phosphorigsaureester eines schwefelhaltigen Bisphenols gebildet wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daR ein durch
Umsetzung eines organischen Komplexbildners mit einem Palladiumsalz gebildeter Pd-
Schwermetailkomplex aufgebracht bzw. eingebracht wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daR ein Pd-

haitiger Schwermetallkomplex aufgebracht bzw. eingebracht wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daR der Pd-haltige
Schwermetallkomplex durch Umsetzung eines Palladiumsalzes in Verbindung mit Salzen

anderer Schwermetalle gebildet wird.

17. Verfahren nach den Anspriichen 14 und 16, dadurch gekennzeichnet, daR als
Palladiumsalz ein Palladiumdiacetat eingesetzt wird.
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